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نجانب  یا  یار پژوهشکحاصل    نامهان یپان  یه مطالب مندرج در اکشوم  ی متعهد م  اسکندر نیکزادنجانب  یا

ن پژوهش  یه در اکگران  ید  ی ر بوده و به دستاوردهایبکر یام  ی دانشگاه صنعتد  یاسات  یی تحت نظارت و راهنما

ده  یر گردکاز آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذ

 ده است.یا بالاتر ارائه نگردیسطح هم  کچ مدریاحراز ه ی قبلاً برا  نامهانیپان یاست. ا

صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط    ی ل یتحص  ک اثبات تخلف در هر زمان، مدردر صورت  

 خواهد داشت.  یقانون  یریگ یبوده و دانشگاه حق پ

باشد. هرگونه استفاده  ی ر میبکری ام  یمتعلق به دانشگاه صنعت  نامهانیپان  یج و حقوق حاصل از ایه نتایلک

ن  ی، ترجمه و اقتباس از ایبردارر، نسخه یثکا چاپ و تیگران  یاطلاعات به د  ی، واگذار یو عمل  ی ج علمیاز نتا

                                                                                             بلامانع است. ر مآخذ  کر ممنوع است. نقل مطالب با ذیبکریام  یدانشگاه صنعت  یتب کبدون موافقت    نامهانیپا



 

 أ 

 

 دهیکچ

  20هرتز تا    20فرکانسی آن از    محدودة که    این عضو.   و شنوایی است  بدن  ل تعادلومسئ گوش انسان

گاهی اوقات ممکن است بخاطر مشکلات شنوایی مادرزادی و گاهی به دلیل عوامل مختلف  ،  هرتز استکیلو

  فته و دربرخی موارد به طورکامل ازدست شنوایی به تدریج کاهش یاا،   هبیماریبرخی  مانند کهولت سن و  

خاصد.   برو موارد  چنین  از،   یبرای  حلزون باید  کاشت   .دکراستفاده  )tmplanI ochlearC( کاشت 

منتقلمی را  اجازه  این   حلزون اعصاب شنوایی  به  تا صدا  برس   دهد  به گوش  پروژه  این  ما در  د.   شده و 

ی تمرکز خود  دهیم و عمده  قرار بررسی  گوش را به طورکامل موردایم که سیستم کاشت حلزون  کرده سعی

الکتری تحریک  واحد  بر  می   کیرا  قرار  گوش  حلزون  روی  مستقیماً  تحریک  بگذاریم،  گیردکه  قسمت   .

  ی با ولتاژ، مدار تغییردهنده  شده دیجیتال به آنالوگ، مدار مقاومت کنترل  شامل مدارهای مبدل  یالکتریک

شده  باشد. در این تحقیق سعی  ان تحریک می ی جری  کنندههای هدایت سوئیچ  سطح ولتاژ و مدار ماتریس 

ارائه    که تمامی این مدارها به طور کامل بررسی  است انجام شده در جهت  از کارهای  با کمک  و  گردد 

توان  می   شدهکارهای انجام شود. از    م یاد شده قدم برداشتهتهای جدید و بهبود پارامترهای سیسترکیب 

های بافت ولت به منظور تحریک باکیفیت    6/12آمپر و ولتاژ تحریک تا  میلی   5/2جریان تا    افزایش دامنه

نام   عصبی با ساختار    برد. که در این زمینه مدار مبدلرا  آنالوگ  به  با   Coded Thermometerدیجیتال 

   BitENOB=5.87و   37.1dBSNDR= ,dBSFDR=50.74و همچنین  LSBINL,DNL<0.5مشخصات  

  DC Gain=43.73dBطراحی و شبیه سازی شده است. همچنین مدار مقاومت کنترل شده با گین ولتاژی  

اند. و در نهایت مدارکلی  سازی شدهنانوثانیه شبیه   6/3سطح ولتاژ با تأخیر    یطراحی و مدار تغییردهنده 

الکتری ماتریس  کی تحریک  شامل  مدار  های  سوئیچ   که  با  همراه   ، دینامیکی  بایاس   ولتاژبالا  مدارهای    به 

  ترین پارامتر است. که مهم   سازی گردیده طراحی و شبیه   V 1.8 180nm CMOSذکرشده در تکنولوژی  

 است. وات اندازه گیری شده  لی می 23/1یعنی توان مصرفی   سیستم نهایی

آنالوگ   به دیجیتال مبدلمدار  ،  الکتریکی  مدار تحریک،  گوش  حلزون کاشت سیستم  های کلیدی:واژه

ولتاژ    ، تکنولوژیحلزون گوش ،  الکترود ،  سوئیچ  ماتریس ،ولتاژ سطح  یتغییردهنده ،  جریان یکنندههدایت

 . کارلومونت ، تحلیل نییپا

https://tehranearclinic.com/blog/ear-anatomy
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Abstract 

            

 

The human ear is responsible for the balance of the body and hearing. This organ has 

a frequency range from 20 Hz to 20 kHz, which sometimes may be due to congenital 

hearing problems and sometimes due to various factors such as old age and some 

diseases, hearing gradually decreases. And in some cases it is completely lost. For 

such special cases, a cochlear implant should be used. The cochlear implant allows 

the sound to be transmitted to the auditory nerve and reach the ear. In this project, 

we have tried to use the implant system. Let's examine the cochlea completely and 

put our main focus on the electrical stimulation unit that is placed directly on the 

cochlea. The electric excitation part includes digital to analog converter circuits, volt-

age controlled resistance circuit, voltage level changing circuit and matrix circuit of 

switches directing the excitation current. In this research, it has been tried to check 

all these circuits completely and with the help of the work done, steps have been 

taken to provide new combinations and improve the parameters of the mentioned 

system. Among the performed works, we can mention increasing the current range 

up to 2.5 milliamperes and the stimulation voltage up to 12.6 volts in order to stim-

ulate high-quality nerve tissues. In this context, digital to analog converter circuit 

with Thermometer Coded structure has been designed and simulated with specifica-

tions of INL, DNL<0.5 LSB as well as SFDR=50.74 dB, SNDR=37.1 dB and 

ENOB=5.87 Bit. Also, the controlled resistance circuit with DC gain = 43.73dB was 

designed and the voltage level changing circuit was simulated with a delay of 3.6 

nanoseconds. And finally, electrical stimulation documents that include high voltage 

matrix switches with dynamic bias circuits, along with the circuits mentioned in 

180nm CMOS 1.8 V technology, have been designed and simulated. The most im-

portant parameter of the final system, i.e. the power consumption of 1.23 milliwatts, 

has been measured. 

 

Key  words: Cochlear implantation system, electrical stimulation circuit, current-

conducting digital-to-analog converter circuit, voltage level changer, matrix switch, 

electrode, cochlear, low-voltage technology, Monte Carlo analysis.
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